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1. 研究背景 

蛍光検出法は，バイオサイエンス分野におい

て得られる情報量が多く，取り扱いが容易であ

るため広く用いられている．近年では，蛍光を

応用したその場診断や，Point of Care Testing 

(POCT)システムが注目され，オンチップでの

蛍光検出が求められている[1]．それに伴い，小

型の蛍光検出デバイスの開発が重要視されて

いる．そこで，我々の研究グループでは光学部

品を必要としない，Single-well 構造のフィルタ

フリー蛍光センサが提案されてきた[2]．これ

は，ポテンシャルの鞍 W で分断された表側の

電子のみを複数回計測して蛍光を検出する．し

かしながら，従来構造では入射光の半値幅が変

化したときに，波長の識別に誤差が生じる課題

があった． 

本研究では，ポテンシャルの鞍により，表側

と裏側に分かれる電子を同時に計測し，それら

の比率から波長を識別可能な，新しいフィルタ

フリー波長識別センサを提案する． 

 

2. 提案するセンサの原理と作製 

 提案するセンサは，図 1 のようなフォトゲー

ト型光センサを採用しており，Si の光吸収特性

を利用する．本構造では，Wより表側と裏側の

電子を用いることで，半値幅の増減に疑似的に

対応できると考えた．そこで，本学 LSI 工場に

て設計・作製を行った． 

3. 実験結果およびまとめ 

提案するセンサの半値幅特性を確認した．波

長 450, 500, 550 nm を有する光強度 15 mW/cm2

の光源を，100 µm×100 µm のセンシングエリ

アに照射し，表側電流𝐼PGに対する裏側電流

𝐼n−wellの比率を測定した．ここで，光源の半値

幅を 10-30 nm まで 5 nm刻みで測定した結果を

図 2 に示す．波長 500 nm，半値幅 10 nm の時

の比率を基準とすると，半値幅が 30 nm に増加

したとき，比率変化は-0.0046 で誤差率は 1.48%

と極小であった．これは，先行研究の構造では

約 5.11%であったため，約 3.6%の誤差率の低

減が得られた．また，比率の波長感度は 0.008 

/nm となり，感度が 1 nm 以上の波長識別にお

いて半値幅の変化に依存しないことが確認さ

れた． 
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Fig.1 Schematic of sensor with Triple-well structure    Fig.2 Dependence of full width at half maximum of current ratio 
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